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Resumen 
En este trabajo se presenta la fabricación de una heterounión entre disulfuro de molibdeno 
(MoS2) y diselenuro de molibdeno (MoSe2) por la técnica de erosión catódica por radio 
frecuencia (RF-sputtering) y el correspondiente análisis de estructura electrónica por 
métodos computacionales. La obtención experimental de la heterounión se llevó a cabo a 
espesores de 150 nm, 250 nm y 350 nm de cada material, obteniendo un arreglo vertical a 
partir de depósitos subsecuentes y encontrando una cristalinidad mayor en la muestra 
depositada a 250 nm. Se añadieron contactos de óxido de estaño e indio como ventanas 
ópticas, buscando la integración del material en aplicaciones de fotoelectrónica. Los 
resultados de análisis de estructura electrónica indican la reducción del ancho de banda en 
un c.a. 40 % tras la formación de la heterounión y un alineamiento de bandas de tipo I con 
valores de ΔV de 0.3 eV, especialmente útil en aplicaciones como transistores, 
fototransistores y celdas fotovoltaicas dado el confinamiento de portadores de carga en el 
material con el ancho de banda menor. 
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Abstract 
In this work we obtain a vertically aligned heterojunction between molybdenum disulfide 
(MoS2) and molybdenum diselenide (MoSe2) using RF-magnetron sputtering and its 
electronic structure analysis through computational modelling. GXRD and SEM 
characterization reveals the formation of both lateral and Van der Waals union from the 
deposited heterojunction with a crystallinity improvement when the material is deposited 
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at 250 nm, compared with the material deposited at 150 nm and 350 nm. We integrated 
indium tin oxide as transparent top- and bottom-contact, aiming for photoelectric 
applications. Resulting electronic structure shows a reduction of the band gap of c.a. 40% 
after the formation of the heterojunction while the band alignment indicates a type I 
architecture with values of ΔV of 0.3 eV, especially useful in designing transistors, 
phototransistor, and photovoltaic cells. 
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